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【背景】我々はグラフェンの光検出器応用をすすめており、可視波長域から赤外波長域において、

光ゲート効果を用いることで、従来の光検出器よりも飛躍的な高感度化を達成している 1-6)。本研

究では更なる高性能化の為に、電圧印加によるグラフェン赤外検出器の応答特性制御について報

告する。 

【実験方法】Figure 1 (a) に素子の模式図を示す。InSb基板、TEOS-SiO2絶縁層、Cr/Au電極、CVD

グラフェンを用いてグラフェンショットキーダイオードを形成した。真空冷却環境下において異

なる電圧を印加した際の、波長 3-5 mの中波長赤外光に対する応答変化を評価した。 

【結果】Figure 1 (b) に逆方向電圧を 3.6 V、4.2 V、4.6 V印加した後の、赤外光応答の電圧依存性

を示す。印加電圧を大きくするにしたがって、光電流の最大値は 0.60 μAから 3.58 μA、6.82 μAへ

それぞれ増加した。また、光電流量が最大となる素子動作点は-0.20 Vから-0.22V、-0.31 Vへ推移

した。本結果より、素子の逆方向バイアス印加によって応答特性を制御可能であることを確認し

た。 

 

Fig. 1: (a) Schematic of graphene infrared photodetectors. Inset: Light microscopy image of the device. 

Scale bar: 10 μm. (b) Photo current characteristics of the device under MWIR light irradiation after 3.6 

V (black, solid), 4.2 V (red, dotted), and 4.6 V (blue, broken) bias application. 
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